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Ladungstransport im HL:

Spezifischer Widerstand

Stromdichte

Im Eigenleitungfall (=intrinsisch) gilt.

Bei Storstellenleitung (=extrinsisch):

Intrinsische Ladungstragerkonz.:

Intrinsiches Fermi- Niveau:

Extrinsisches Fermi- Niveau

Injektion zusétzlicher Ladungstréager

- Nichtgleichgewicht:

Bei Beleuchtung (hf 2 E )
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Ladungstragerdiffusion: (wenn ortliche Konzentrationsdifferenzen)

Diffusionsstromdichte:

Mit Diffusionskoeffizient
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Dioden:

Diffusionsspannung:
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Konzentration der Minoritatsladungstrager (der Locher im p- HL): n,, =

Konzentration der Minoritatsladungstrager (der Elektronen im n- HL):  |p,, =

Sperrschichtweite im n- HL:

Sperrschichtweite im p- HL:

Weite der Raumladungszone:

Sperrschichtkapazitat:

npn - Mikrowellentransistoren:

Kollektorstrom:

Emitterstrom:

Basisstrom:

Mit den Gummelzahlen:
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Laufzeit der Ladungstrager
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Transitfrequenz: f;
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MOS - Strukturen

Béandermodell fiir Flachbandfall mit Spannungsabfall U,, am Isolator

Flachbandspannung:
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Spannungsabfall an der Isolatorschicht

flachenspezifische Isolatorkapazitat
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Da keine Bandverbiegung vorliegt 2 &4 =0 = w,, =0



Béandermodell bei angelegter Spannung Ug = U
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Einsatzspannung: U; =U +20, - CHL (= die Spannung, bei der starke Inversion eintritt)
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Flachbandspannung: ‘UFB =Dy + on‘
Angelegte Spannung: ’UG =@y +Uox + cI)S‘
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Im thermischen Gleichgewicht d.h. Ug =0 ist das Ferminiveau E; Uber die Struktur konst.



Naturkonstanten:

Bolzmannkonstante: k=138-102 [% = %}

Elektrische Feldkonstante: g, = 8,85-107" [E = ﬁ}
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Plankkonstante h=6,626- 10-3“\ s = vas?]
Sl- Einheiten:

1 Farad F=

1 Henry H=




